Ciéncias Exatas e da Terra

PREPARAQAO DE FILMES ULTRAFINOS DE OXINITRETO DE SILICIO POR IMPLANTAQAO DE
014 NITROGENIO A BAIXAS ENERGIAS. Cristiano Krug, Jones de Andrade, Tania D. M. Salgado, Fernanda C.
Stedile (Departamento de Fisico-Quimica, Instituto de Quimica, UFRGS), Israel J. R. Baumvol (Departamento de

Fisica, Instituto de Fisica, UFRGS).

Filmes ultrafinos de oxinitreto de silicio tém-se apresentado como excelente alternativa no papel de dielétricos de porta em
dispositivos MOSFET (metal-oxide-semiconductor field effect transistor) submicrométricos, amplamente utilizados na indistria
microeletrdnica. Neste trabalho, estuda-se a producéo de tais filmes por imersdo em plasma de nitrogénio de substratos dos tipos
Si(100) e SiO, termicamente crescido sobre Si(100). Como pardmetros experimentais, empregaram-se energias de implantacéo de
200, 500 ou 1000 eV, espessuras iniciais de 6xido de 3, 4 ou 6 nm e doses de 10* ou 10" N-cm?. Determinaram-se as
quantidades totais de N e O nos filmes resultantes por analise com reacdes nucleares (NRA), mais especificamente “*N(d,c.0)**C
e %0(d,p)*"O a, respectivamente, 1,45 MeV e 810 keV. Obtiveram-se ainda os perfis de distribuicido em profundidade de N, O e
Si com resolugdo subnanométrica por espalhamento de ions de média energia (MEIS), empregando-se prétons de 97,2 keV e
geometria de canalizacdo no substrato cristalino. O conjunto dos resultados obtidos indica que o método proposto permite a
preparacdo de filmes ultrafinos com quantidades extremamentre controladas de N, concentradas na interface oxinitreto/silicio, que
retém um dano apenas moderado apés tratamento térmico em ultra-alto-vacuo. (CNPg-PIBIC/UFRGS, FAPERGS)
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